РАЗРАБОТКА КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ СОЗДАНИЯ МИС УСИЛИТЕЛЕЙ МОЩНОСТИ НА ШИРОКОЗОННЫХ ПОЛУПРОВОДНИКАХ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РАДИОАППАРАТУРЫ В ПОДДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ 42-46 ГГЦ 

Приоритетное направление: Информационно-телекоммуникационные системы

Критическая технология: Технологии наноустройств и микросистемной техники
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Плановое финансирование проекта: 27.21 млн. руб.

      Бюджетные средства        21.69 млн. руб.,

      Внебюджетные средства  5.52 млн. руб.
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Цель исследования: Проведение исследований и разработка комплекса научно-технических решений, направленных на создание новой СВЧ электронной   компонентной базы на основе соединений нитрида галлия для изготовления монолитных интегральных схем (МИС) усилителей мощности с высокими удельными характеристиками по мощности и низким уровнем шума для современных радиоэлектроных систем связи и радиолокации в диапазоне частот 30-60 ГГц. Разработка конструкторско-технологических решений создания МИС усилителей мощности на широкозонных полупроводниках для современной радиоаппаратуры в поддиапазоне частот 42-46 ГГц.
В ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении субсидии от 6 ноября 2014 года № 14.604.21.0136 с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» на этапе № 4 в период с 1 января по 30 июня 2016 года выполнялись следующие работы:
1 Работы, выполненные (выполняемые) в отчетный период 

1.1 Работы, выполненные (выполняемые) за счет средств субсидии 

По п. 4.1 ПГ: изготовлены экспериментальные образцы транзисторов и МИС УМ на широкозонных полупроводниках, работающих в поддиапазоне частот 
42-46 ГГц диапазона 30-60 ГГц в количестве 3 штук.

По п. 4.2 ПГ: разработаны Программа и методики экспериментальных исследований ЭО транзисторов и МИС УМ на широкозонных полупроводниках;
По п. 4.3 ПГ: проведены экспериментальные исследования ЭО транзисторов и МИС на широкозонных полупроводниках по разработанной Программе и методикам экспериментальных исследований; 
1.2 Работы (мероприятия), выполненные (выполняемые) за счет внебюджетных средств 

За счет привлеченных внебюджетных средств Индустриальным партнером произведено изготовление и аттестация стенда для проведения измерений в диапазоне 42-46 ГГц.
2 Основные результаты, полученные в отчётный период
4.1 изготовлены экспериментальные образцы транзисторов и МИС УМ на широкозонных полупроводниках, работающие в поддиапазоне частот 42-46 ГГц диапазона 30-60 ГГц в количестве 3 штук. Параметры МИС УМ и транзисторов полностью удовлетворяют требованиям ТЗ;
4.2 Разработаны Программа и методики экспериментальных исследований ЭО транзисторов и МИС УМ на широкозонных полупроводниках;
4.3 проведены экспериментальные исследования ЭО транзисторов и МИС на широкозонных полупроводниках по разработанной Программе и методикам экспериментальных исследований;
За счет привлеченных внебюджетных средств Индустриальным партнером произведено изготовление и аттестация стенда для проведения измерений в диапазоне 42-46 ГГц.
Комиссия Минобрнауки России признала обязательства по Соглашению на отчетном этапе исполненными надлежащим образом.
